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Introduccién Datos de ciclovoltametria y RSE para complejoansa-

nioboceno dicloruro asimétricos

Se han preparado los complejos asimétricos dicloruro amsa-nioboceno(lV):
[Nb{MeSi(n>CsMe,)(n>CsH;R)}CI;] (R = H (18), Me (2a), SiMe; (3a), Pr (43), PPh Complejo | ReduccishOxidacion| gso | <@
(53)). 1a-5a se han caracterizado mediante los correspondientes espectRSEJER y

andlisis elemental. Los estudios electroquimicos de estosades nos han permitido
evaluar los potenciales de oxidacion y reduccién que se han cadgsmcon complejos /é< Complejo | ReduccishOxidacion| gso | <a®u>
analogos nansa. También han sido sintetizados nuevos complejos niobocenos)fNb m;sw tffg -1.26 +0.25 | 1.993p 99.2

C4H,R),ICL,] (R = Pri (6a), PPh (7a)) y estudiados electroguimicamente.
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Datos de ciclovoltametria y RSE para complejoansa-
nioboceno dicloruro simétricos

SiMe;

Valores calculados de
ciclovoltametria para hipotéticos
complejos nioboceno dicloruro con
distintos sustituyentes
ciclopentadienilo

Datos de ciclovoltametria y RSE para complejo:
nioboceno dicloruro noansa

[NBCI,(THF),] +2 L ——

g -1.41 +0.195

o | 144 | 0195

< | 1375 | +047
i~ -1.20 | +0.275| 1.978p 1135

. =c | -140 | +0.16
IS -0.96 +0.41 | 1.980p 112.2 &l

L 100G |
- - La reduccién ddaen la presencia del ligando (RCR) (R = Me, Ph) permite la sintesf
Cyclic Vo!tammogram of 5.2 mM of [Nb{Me,Si(n5-CsH ,)},Cl,] de los complejos [NB{MsSi(n5-C:Me,)(n®-CsH,)}CI(RC=CR)] (R = Me 8a), Ph ©a)).
in THF 0.2 M NBU,PF,. Scan rate: 50 mV/s. RDE voltammogram of 4.1 mM [Nb{15-CgH,SiMe),Cl]
30| (plain line) and 3.7 mM [Nb{Me,Si(n5-CsH,SiMe,)},Cl,]
20F (dashed line) in THF 0.2 M NByPF,. Sweep rate: 20 mV/s
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